SF150

Firma: RFT

Typy

podobne:

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny #-p-n
w obudowie metalowej,
z obudowa, ciezar okoto 1 G

kolektor polaczony

Zastosowanie: stopnie wyjsciowe wizji

BF117 (ITT),
BF178, BF109 (Ph, Ses, Siem), KF503 (Tes)
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Rys. 1-926. SF150

WartoSci charakterystyczne®’

3 tamp = 25°C
M tease = 25°C

1 tamp = 25°C (—5°C)
2) patrz uklad pomiarowy ICER

min typ max
Icpo 100 wA | przy Ucp = 160 V,
Icpo 100 nA przy Ugp = 140 V
Icgr? 3 mA | przy Uggg = 160 V, ¢; = 175°C
Ucksar 5 v przy I = 30 mA, Iz = 6 mA
Ucgr?® 160 ' przy Ic = 100 pA
U(Br)CER 140 A% przy Rp = 100 Q, Rgz =5 kQ
hy1p (B) 28 71 _ _
e » o } przy Ugg = 10 V, Io = 5 mA
fr 80 MHz | przy Ucg =10V, I = 10 mA, f= 50 MHz
hyap 30 przy Ucg =10V, I = 10 mA, f= 30 MHz
Cize 3,5| pF przy Ucg =10V, I =5 mA, f= 5,5 MHz
Csse 8,5 pF przy Ucg =10V, I =5 mA, f= 5,5 MHz
WartoSci graniczne b /f/]A ]
50
UcBo max 160 \% s
UCER max 160 Vv J0+
UEBO max 5 v 20+
I max 50 mA P L'
15 max 10 mA ¥ i
P,y max 6803 | mW 0 2040 60 80 100 120 Uper V]
P nip 3759 | W
 — +175 °C Rys. 1-927. Dopuszczalny zakres pracy
tamb —40-+-+125 °C
Ripig <0,22 | °C/mW
Rypj-c <0,04 | °C/mW

100pF = Ue

Rys. 1-928. Uklad pomiarowy Icgg
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Rys. 1-929. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy
strat od temperatury otoczenia
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Rys. 1-930. Zalezno$¢ optymalnego wzmocnie-
nia mocy od temperatury otoczenia



